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(57) Hauptanspruch: Halbleitermodul (1, 1A) mit:

einer Basisplatte (3), die eine vorderen Flache (3a) hat, die
mit einem Positionierdrahtfligeabschnitt (20, 20a, 20b, 20c,
20d) versehen ist;

einem Isoliersubstrat (8), das mit einem Aufnahmeabschnitt
(21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 23, 23a,
23b, 23c, 23d) versehen ist, der den Positionierdrahtfligeab-
schnitt (20, 20a, 20b, 20c, 20d) an einer Seite einer hinteren
Flache (8b) unterbringt, die der Basisplatte (3) zugewandt
ist, und das an der Basisplatte (3) befestigt ist, indem es hin-
sichtlich der Basisplatte (3) durch den Aufnahmeabschnitt
(21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 23, 23a,
23b, 23c, 23d) positioniert ist, der den Positionierdrahtflige-
abschnitt (20, 20a, 20b, 20c, 20d) unterbringt; und

einem Halbleiterchip (10), der an einer Seite einer vorderen
Flache (8a) des Isoliersubstrats (8), die der hinteren Flache
(8b) abgewandt ist, angeordnet ist, wobei

der Aufnahmeabschnitt (21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 223,
22b, 22¢, 22d, 23, 23a, 23b, 23¢, 23d) ein Lochabschnitt (21,
21a, 21b, 21¢, 21d) ist, der in einer Musterlage (9) vorgese-
hen ist, die an der hinteren Flache (8b) des Isoliersubstrats
(8) ausgebildet ist, und

das Isoliersubstrat (8) hinsichtlich der Basisplatte (3) durch
den Positionierdrahtfligeabschnitt (20, 20a, 20b, 20c, 20d)
positioniert ist, der in den Lochabschnitt (21, 21a, 21b, 21c,
21d) eingefigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Halbleitermodul.

[0002] Bei einem Leistungshalbleitermodul sind ein
Isoliersubstrat, ein Halbleiterchip und dergleichen
durch eine Létfligestelle an einer Metallbasisplatte
angebracht. Zum Beispiel schlagen die JP 2000-
31 358 A und die JP HO1- 281 760 A bei einem Halb-
leitermodul, bei dem ein Isoliersubstrat mit einem
Schaltungslayout, das unter Verwendung von Kup-
ferfolie ausgebildet wird, an einer Metallbasisplatte
angebracht ist, Techniken zum Bereitstellen von kon-
vexen und konkaven Abschnitten an vorbestimmten
Positionen an der Metallbasisplatte zum Positionie-
ren des Isoliersubstrats vor.

[0003] Ferner offenbart JP 2013-161 961 A ein Halb-
leitermodul - Herstellungsverfahren, bei dem Positio-
nierdrahte auf der Basisplatte gebondet sind und das
Positionieren eines Keramiksubstrats in Bezug auf
die Basisplatte in horizontaler Richtung durch Anle-
gen von Seitenflachen einer unteren Metallschicht,
die unter dem Keramiksubstrat angeordnet ist, an die
Positionierungsdrahte durchgefihrt wird.

[0004] Bei den Halbleitermodulen, die in der
JP 2000- 31 358 A und der JP HO1- 281 760 A
vorgeschlagen werden, ist es erforderlich, eine zu-
satzliche Verarbeitung an der Basisplatte durchzu-
fihren, um die konvexen und konkaven Abschnitte
in der Basisplatte bereitzustellen, was die Mannstun-
den erhéht und die Herstellungseffizienz reduziert.
Falls des Weiteren die konvexen und konkaven Ab-
schnitte unter Verwendung einer Gussform oder der-
gleichen vorgesehen werden, ist es aullerdem erfor-
derlich, das Design der Gussform selbst zu andern,
wenn die Orte zum Ausbilden der konvexen und kon-
kaven Abschnitte sowie die Anzahl der konvexen und
konkaven Abschnitte gedndert werden, und somit ist
es schwierig, die Gussform fiir die Produktion einer
grof3en Vielfalt von Produkten in kleinen Mengen zu
nutzen.

[0005] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts
des vorstehend geschilderten Problems geschaffen,
und es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Halbleitermodul vorzusehen, bei dem die Re-
duzierung der Herstellungseffizienz unterdrtckt wird
und ein Isoliersubstrat hinsichtlich einer Basisplatte
mit einem hohen Genauigkeitsgrad positioniert wird.

[0006] Die obengenannte Aufgabe der vorliegenden
Erfindung ist durch ein Halbleitermodul gemafR An-
spruch 1 oder 3 erzielt.

[0007] Gemall dem Halbleitermodul der vorliegen-
den Erfindung kann ein Halbleitermodul vorgesehen
werden, bei dem eine Reduzierung der Herstellungs-
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effizienz unterdriickt wird und ein Isoliersubstrat hin-
sichtlich einer Basisplatte mit einem hohen Genauig-
keitsgrad positioniert wird.

[0008] Diese sowie weitere Merkmale, Aspekte und
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden aus der
folgenden, detaillierten Beschreibung der vorliegen-
den Erfindung im Zusammenhang mit den beigefiig-
ten Zeichnungen ersichtlich.

Fig. 1 zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Struktur eines Halbleitermoduls ge-
manR Ausfuhrungsbeispiel 1.

Fig. 2 zeigt eine schematische, perspektivische
Ansicht zum Darstellen der Struktur des Halblei-
termoduls gemaf Ausflihrungsbeispiel 1.

Fig. 3 zeigt eine schematische, perspektivische
Ansicht zum Darstellen einer Struktur einer ers-
ten Abwandlung des Halbleitermoduls gemafR
Ausfuhrungsbeispiel 1.

Fig. 4 zeigt eine schematische, perspektivische
Ansicht zum Darstellen einer Struktur einer zwei-
ten Abwandlung des Halbleitermoduls geman
Ausfuhrungsbeispiel 1.

Fig. 5 zeigt eine schematische, perspektivische
Ansicht zum Darstellen einer Struktur einer drit-
ten Abwandlung des Halbleitermoduls geman
Ausfuhrungsbeispiel 1.

Fig. 6 zeigt eine schematische, perspektivische
Ansicht zum Darstellen einer Struktur einer vier-
ten Abwandlung des Halbleitermoduls geman
Ausfuihrungsbeispiel 1.

Fig. 7 zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Struktur eines Halbleitermoduls ge-
manR Ausfuihrungsbeispiel 2.

[0009] Nachfolgend werden Ausfiihrungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beschrieben. In den nachfolgenden
Zeichnungen werden identische oder entsprechen-
de Teile durch dieselben Bezugszeichen bezeichnet,
und deren Beschreibung wird nicht wiederholt.

(Ausfiihrungsbeispiel 1)

[0010] Zun&chst wird Ausfihrungsbeispiel 1 als ein
Ausflhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung be-
schrieben. Zu Beginn wird eine Struktur eines Halblei-
termoduls gemafl dem gegenwartigen Ausfiihrungs-
beispiel beschrieben. Unter Bezugnahme auf Fig. 1
hat ein Leistungsmodul 1 als das Halbleitermodul ge-
maf dem gegenwartigen Ausflihrungsbeispiel haupt-
sachlich ein Gehause 2, eine Basisplatte 3, einen
Leistungsanschluss 4, einen Signalanschluss 5, Leis-
tungsdrahte 4a und einen Signaldraht 5a (Fligedrah-
te), ein Isoliersubstrat 8, einen Halbleiterchip 10, Sili-
kongel 12 und einen Dichtungskunststoff 13.
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[0011] Das Gehause 2 ist an einer vorderen Flache
3a der Basisplatte 3 angeordnet und bildet zusam-
men mit der Basisplatte 3 einen Innenraum zum Un-
terbringen des Halbleiterchips 10. Der Leistungsan-
schluss 4 besteht aus Metall und erstreckt sich derart,
dass er entlang einer Innenflache des Gehauses 2
gebogen ist, um sich dem Halbleiterchip 10 anzuna-
hern. Der Leistungsanschluss 4 ist Uber einen Leis-
tungsdraht 4a mit einer Musterlage 7 verbunden, die
an einer vorderen Flache 8a des Isoliersubstrats 8
ausgebildet ist.

[0012] Der Signalanschluss 5 besteht aus Metall und
erstreckt sich derart entlang der Innenflache des Ge-
hauses 2, dass er sich dem Halbleiterchip 10 anna-
hert. Der Signalanschluss 5 ist so angeordnet, dass
er dem Leistungsanschluss 4 zugewandt ist und den
Halbleiterchip 10 zwischen sich selbst und dem Leis-
tungsanschluss 4 in dem Innenraum des Gehauses
2 einfasst. Der Signalanschluss 5 ist Uber einen Si-
gnaldraht 5a mit dem Halbleiterchip 10 verbunden.

[0013] Das Isoliersubstrat 8 hat eine vordere Flache
8a und eine hintere Flache 8b, und Musterlagen 7, 9
sind an der vorderen Flache 8a bzw. der hinteren Fla-
che 8b ausgebildet. Die Musterlagen 7, 9 bestehen
zum Beispiel aus einer Kupferfolie oder dergleichen,
und sie haben eine Dicke, die gleich oder grof3er als
0,1 mm und gleich oder kleiner als 0,5 mm ist. Das
Isoliersubstrat 8 ist an der Basisplatte 3 durch eine
Létlage 6 befestigt, wahrend es hinsichtlich der Ba-
sisplatte 3 positioniert ist. Die Létlage 6 hat zum Bei-
spiel eine Dicke, die gleich oder groRer als 0,1 mm
und gleich oder kleiner als 0,5 mm ist. Ein Mecha-
nismus zum Positionieren des Isoliersubstrats 8 hin-
sichtlich der Basisplatte 3 wird spater beschrieben.

[0014] Der Halbleiterchip 10 ist an einer Seite der
vorderen Flache 8a des Isoliersubstrats 8 angeordnet
und an dem Isoliersubstrat 8 durch eine Létlage 11
befestigt. Der Halbleiterchip 10 ist eine Halbleitervor-
richtung, wie zum Beispiel ein MOSFET (Metal-Oxi-
de-Semiconductor-Field-Effect-Transistor), ein IGBT
(Insulated-Gate-Bipolar-Transistor), eine Diode oder
dergleichen. Auch wenn nur ein einziger Halbleiter-
chip 10 an dem Isoliersubstrat 8 in der Fig. 1 befestigt
ist, kdnnen viele Halbleitervorrichtungen geman der
vorstehenden Beschreibung nebeneinander an dem
Isoliersubstrat 8 platziert und befestigt werden.

[0015] Das Silikongel 12 ist in dem Innenraum des
Gehauses 2 gepackt und deckt den Halbleiterchip 10
ab. Der Dichtungskunststoff 13 ist an dem Silikongel
12 angeordnet. Somit ist der Halbleiterchip 10 durch
das Silikongel 12 und den Dichtungskunststoff 13 in
dem Innenraum des Gehauses 2 abgedichtet.

[0016] Als nachstes wird der Mechanismus zum Po-
sitionieren des Isoliersubstrats 8 hinsichtlich der Ba-
sisplatte 3 unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und
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Fig. 2 beschrieben. Fig. 2 zeigt einen Zustand, bei
dem die Basisplatte 3 und das Isoliersubstrat 8 in dem
Leistungsmodul 1 (Fig. 1) als Explosionsbild darge-
stellt sind. Unter Bezugnahme auf die Fig. 2 sind
viele Positionierdrahtfiigeabschnitte 20 (20a bis 20d)
an der vorderen Flache 3a der Basisplatte 3 vorge-
sehen. Die Positionierdrahtfligeabschnitte 20 werden
an der Basisplatte 3 durch dasselbe Verfahren zum
Befestigen der Leistungsdrahte 4a, des Signaldrahts
5a (Fig. 1) und dergleichen an dem Halbleiterchip 10
und den Anschliissen befestigt. Insbesondere wer-
den die Positionierdrahtfligeabschnitte 20 an der vor-
deren Flache 3a durch Aufbringen von Warme, Ultra-
schall, Druck oder dergleichen an Drahten vorgese-
hen, die an der vorderen Flache 3a der Basisplatte 3
platziert sind.

[0017] Die Positionierdrahtfligeabschnitte 20 beste-
hen aus einem Metall wie die Leistungsdrahte 4a
und der Signaldraht 5a, und sie bestehen aus einem
Metallmaterial, wie zum Beispiel Aluminium, Kupfer
oder dergleichen. Die Positionierdrahtfligeabschnitte
20 haben jeweils einen Durchmesser, der zum Bei-
spiel gleich oder gréfRer als 0,1 mm und gleich oder
kleiner als 1,0 mm ist. Auch wenn die Positionier-
drahtfiigeabschnitte 20 jeweils an vier Ecken eines
Rechtecks angeordnet sein kdnnen, wie dies in der
Fig. 2 dargestellt ist, sind ihre Anzahl und das Ver-
fahren ihrer Anordnung nicht besonders beschrankt.

[0018] Viele Lochabschnitte 21a bis 21d (Aufnahme-
abschnitte) zum Unterbringen der jeweiligen Positio-
nierdrahtfiigeabschnitte 20a bis 20d sind in der Mus-
terlage 9 vorgesehen, die an der hinteren Flache 8b
(jene Flache, die der Basisplatte 3 zugewandt ist) des
Isoliersubstrats 8 ausgebildet ist. Insbesondere kon-
nen die Positionierdrahtfligeabschnitte 20a bis 20d in
jeweilige Lochabschnitte 21a bis 21d eingefugt wer-
den, und dadurch wird das Isoliersubstrat 8 hinsicht-
lich der Basisplatte 3 positioniert.

[0019] Auch wenn die Lochabschnitte 21 an Ecken-
abschnitten (vier Ecken) eines Rechtecks vorgese-
hen sein kénnen, das eine Aulienumfangsform der
Musterlage 9 bildet, wie dies in der Fig. 2 gezeigt ist,
sind die Positionen der Lochabschnitte 21 nicht dar-
auf beschrankt, und sie kdnnen in geeigneter Weise
in Abhangigkeit von der Anzahl der Positionierdraht-
fugeabschnitte 20 und des Verfahrens ihrer Anord-
nung ausgewahlt werden. Zum Beispiel kénnen die
Lochabschnitte 21 an Abschnitten vorgesehen sein,
die an den Seiten des Rechtecks angrenzen.

[0020] Das vorstehend beschriebene Leistungsmo-
dul 1 kann gemaR der nachfolgenden Beschreibung
hergestellt werden. Unter Bezugnahme auf die Fig. 1
werden zunachst das Isoliersubstrat 8, das die dar-
in ausgebildeten Musterlagen 7, 9 hat, und der Halb-
leiterchip 10 an der vorderen Flache 3a an der Ba-
sisplatte 3 durch Léten befestigt. Als nachstes wer-
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den der Halbleiterchip 10 und die Musterlage 7 mit
dem Leistungsanschluss 4, dem Signalanschluss 5
und dergleichen Gber die Leistungsdrahte 4a und den
Signaldraht 5a verbunden. Nachfolgend werden das
Silikongel 12 und der Dichtungskunststoff 13 sequen-
tiell aufgebracht, um den Halbleiterchip 10 abzudich-
ten. Dadurch wird das vorstehend beschriebene Leis-
tungsmodul 1 erhalten.

[0021] Als nachstes werden die Merkmale des Leis-
tungsmoduls 1 gemal dem gegenwartigen Ausfih-
rungsbeispiel beschrieben, und dessen Funktion und
Wirkung werden ebenfalls beschrieben. Das Leis-
tungsmodul 1 weist Folgendes auf: die Basisplatte 3
mit der vorderen Flache 3a, die mit dem Positionier-
drahtfligeabschnitt 20 versehen ist; das Isoliersub-
strat 8, das mit dem Lochabschnitt 21 (Aufnahmeab-
schnitt) versehen ist, der an einer Seite der hinteren
Flache 8b, die der Basisplatte 3 zugewandt ist, den
Positionierdrahtfiigeabschnitt 20 unterbringt, und das
an der Basisplatte 3 befestigt ist, indem es hinsicht-
lich der Basisplatte 3 durch den Lochabschnitt 21 po-
sitioniert ist, der den Positionierdrahtfligeabschnitt 20
unterbringt; und den Halbleiterchip 10, der an einer
Seite der vorderen Flache 8a des Isoliersubstrats 8,
die von der hinteren Flache 8b abgewandt ist, ange-
ordnet ist.

[0022] In dem vorgestehend beschriebenen Leis-
tungsmodul 1 kann das Isoliersubstrat 8 an der Ba-
sisplatte 3 befestigt werden, indem es hinsichtlich
der Basisplatte 3 durch den Positionierdrahtfliigeab-
schnitt 20 positioniert wird, der in dem Lochabschnitt
21 untergebracht ist. Dies vereinfacht des Weiteren
die Arbeitsschritte und verbessert die Herstellungsef-
fizienz, wenn dies mit einem Fall verglichen wird, bei
dem die Basisplatte selbst verarbeitet wird, um kon-
vexe und konkave Abschnitte oder dergleichen zu bil-
den, und die konvexen und konkaven Abschnitte zum
Positionieren des Isoliersubstrats 8 verwendet wer-
den. Des Weiteren kann der Positionierdrahtfiigeab-
schnitt 20 unter Verwendung derselben Einrichtung
hergestellt werden, die zum Verbinden der Leistungs-
drahte 4a und des Signaldrahts 5a verwendet wird,
und die Ankerposition und die Art des Drahts kann
in einfacher Weise fir die entsprechende Art gean-
dert werden. Da daruber hinaus die Ausbildung eines
Resists zum Positionieren des Isoliersubstrats an der
Basisplatte weggelassen werden kann, kann die Ba-
sisplatte standardisiert werden.

[0023] Bei dem vorstehend beschriebenen Leis-
tungsmodul 1 sind viele Positionierdrahtfiigeab-
schnitte 20a bis 20d an der vorderen Flache 3a der
Basisplatte 3 vorgesehen. Zusatzlich sind die vielen
Lochabschnitte 21a bis 21d (Aufnahmeabschnitte)
zum Unterbringen der jeweiligen vielen Positionier-
drahtfligeabschnitte 20a bis 20d an der Seite der hin-
teren Flache 8b des Isoliersubstrats 8 vorgesehen.
Dadurch kann das Isoliersubstrat 8 hinsichtlich der
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Basisplatte 3 mit einem hoéheren Genauigkeitsgrad
positioniert werden.

[0024] Bei dem vorstehend beschriebenen Leis-
tungsmodul 1 ist der Lochabschnitt 21 (Aufnahmeab-
schnitt) in der Musterlage 9 vorgesehen, die an der
hinteren Flache 8b des Isoliersubstrats 8 ausgebil-
det ist. Das Isoliersubstrat 8 wird hinsichtlich der Ba-
sisplatte 3 durch den Positionierdrahtfligeabschnitt
20 positioniert, indem dieser in den Lochabschnitt 21
eingefigt wird. Dadurch kann das Isoliersubstrat 8
hinsichtlich der Basisplatte 3 mit einem noch héheren
Genauigkeitsgrad positioniert werden.

(Erste Abwandlung)

[0025] Als nachstes wird eine erste Abwandlung des
Leistungsmoduls 1 gemak dem gegenwartigen Aus-
fihrungsbeispiel beschrieben. Die Fig. 3 zeigt eine
Struktur des lIsoliersubstrats 8 und der Musterlage
9 bei der gegenwartigen Abwandlung. Unter Bezug-
nahme auf die Fig. 3 sind bei der gegenwartigen Ab-
wandlung viele Ausschnittabschnitte 22 (22a bis 22d)
(Aufnahmeabschnitte) an Endabschnitten der Mus-
terlage 9 ausgebildet, die an der hinteren Flache 8b
des Isoliersubstrats 8 ausgebildet ist. Insbesondere
hat die Musterlage 9 eine AuRenumfangsform in der
Gestalt eines Rechtecks, und die Ausschnittabschnit-
te 22a bis 22d sind jeweils an vier Eckenabschnit-
ten des Rechtecks ausgebildet. Das Isoliersubstrat 8
ist so konfiguriert, dass es hinsichtlich der Basisplat-
te 3 positioniert wird, indem Positionierdrahtfiigeab-
schnitte 20a bis 20d (Fig. 2) an den jeweiligen Aus-
schnittabschnitten 22a bis 22d angeordnet werden.
Dadurch wird die Musterlage 9 noch einfacher verar-
beitet, und somit kann die Produktivitdt noch weiter
verbessert werden.

(Zweite Abwandlung)

[0026] Als nachstes wird eine zweite Abwandlung
des Leistungsmoduls 1 gemal dem gegenwartigen
Ausfuhrungsbeispiel beschrieben. Die Fig. 4 zeigt ei-
ne Struktur des Isoliersubstrats 8 und der Musterla-
ge 9 bei der gegenwartigen Abwandlung. Unter Be-
zugnahme auf die Fig. 4 sind bei der gegenwartigen
Abwandlung Ausschnittabschnitte 22a, 22d ausge-
bildet, die Abschnitte sind, die durch Ausschneiden
von zwei gegeniliberliegenden Eckenabschnitten des
Rechtecks ausgebildet sind, das die Aulienumfangs-
form der Musterlage 9 bildet. Das Isoliersubstrat 8 ist
so konfiguriert, dass es hinsichtlich der Basisplatte 3
positioniert wird, indem Positionierdrahtfligeabschnit-
te 20a, 20d (Fig. 2) an den jeweiligen Ausschnittab-
schnitten 22a, 22d angeordnet werden. Dadurch ist
die Form der Musterlage 9 noch weiter vereinfacht,
und die Produktivitat ist weiter verbessert. Zusatzlich
kann die Genauigkeit beim Positionieren des Isolier-
substrats 8 hinsichtlich der Basisplatte 3 weiter ver-
bessert werden, indem die Ausschnittabschnitte 22a
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bis 22d an zwei gegeniiberliegenden Eckenabschnit-
ten (die beiden Eckenabschnitte, die voneinander am
weitesten entfernt sind) des Rechtecks ausgebildet
sind.

(Dritte Abwandlung)

[0027] Als n&chstes wird eine dritte Abwandlung des
Leistungsmoduls 1 gemal dem gegenwartigen Aus-
fihrungsbeispiel beschrieben. Die Fig. 5 zeigt ei-
ne Struktur des Isoliersubstrats 8 und der Musterla-
ge 9 bei der gegenwartigen Abwandlung. Unter Be-
zugnahme auf die Fig. 5 ist bei der gegenwartigen
Abwandlung des Weiteren zusatzlich zu den Aus-
schnittabschnitten 22a, 22d, die durch Ausschneiden
von zwei gegenuberliegenden Eckenabschnitten des
Rechtecks ausgebildet sind, das die AuRenumfangs-
form der Musterlage 9 bildet, ein Ausschnittabschnitt
22c¢ ausgebildet, der ein Abschnitt ist, der durch Aus-
schneiden von einem Eckenabschnitt gebildet ist, der
sich von den beiden Eckenabschnitten unterschei-
det. Das Isoliersubstrat 8 ist so konfiguriert, dass es
hinsichtlich der Basisplatte 3 durch die Positionier-
drahtfligeabschnitte 20a, 20c, 20d (Fig. 2) positio-
niert wird, die sich an den jeweiligen Ausschnittab-
schnitten 22a, 22¢, 22d befinden. Dadurch wird eine
Neigung des Isoliersubstrats 8 hinsichtlich der Basis-
platte 3 unterdriickt, und die Genauigkeit beim Posi-
tionieren des Isoliersubstrats 8 hinsichtlich der Basis-
platte 3 ist weiter verbessert.

(Vierte Abwandlung)

[0028] Als nachstes wird eine vierte Abwandlung des
Leistungsmoduls 1 gemafl dem gegenwartigen Aus-
fihrungsbeispiel beschrieben. Die Fig. 6 zeigt eine
Struktur des Isoliersubstrats 8 und der Musterlage
9 bei der gegenwartigen Abwandlung. Unter Bezug-
nahme auf die Fig. 6 sind bei der gegenwartigen Ab-
wandlung Ausschnittabschnitte 23a bis 23d ausge-
bildet, die Abschnitte sind, die durch Ausschneiden
der Seiten des Rechtecks gebildet sind, das die Au-
Renumfangsform der Musterlage 9 bildet. Das Iso-
liersubstrat 8 ist so konfiguriert, dass es hinsichtlich
der Basisplatte 3 durch die Positionierdrahtfiigeab-
schnitte 20 positioniert wird, die sich an den jeweili-
gen Ausschnittabschnitten 23a bis 23d befinden. Da-
durch kénnen zwei oder mehrere Fiigestellen in den
jeweiligen Positionierdrahtfligeabschnitten 20 vorge-
sehen werden, die sich an den jeweiligen Ausschnitt-
abschnitten 23a bis 23d befinden. Infolgedessen kon-
nen Stellen vorgesehen werden, an denen die Draht-
form durch das Figen nicht gedndert wird, und ein
Abstand entsprechend dem Drahtdurchmesser zwi-
schen der Basisplatte 3 und dem Isoliersubstrat 8
kann noch zuverlassiger gewahrleistet werden.
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(Ausfiihrungsbeispiel 2)

[0029] Als n&chstes wird ein Ausflihrungsbeispiel 2
als ein anderes Ausflihrungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung beschrieben. Ein Halbleitermodul ge-
mal dem gegenwartigen Ausflhrungsbeispiel hat
grundsatzlich dieselbe Konfiguration und zeigt die-
selbe Wirkung wie das Halbleitermodul gemafR Aus-
fuhrungsbeispiel 1. Jedoch unterscheidet sich das
Halbleitermodul gemal dem gegenwartigen Ausfih-
rungsbeispiel von dem Halbleitermodul geman Aus-
fuhrungsbeispiel 1, indem es des Weiteren eine Steu-
erschaltung zum Antreiben des Halbleiterchips auf-
weist.

[0030] Unter Bezugnahme auf die Fig. 7 hat ein
Leistungsmodul 1A als das Halbleitermodul geman
dem gegenwartigen Ausfiihrungsbeispiel des Wei-
teren eine Steuerschaltung, die aus einem Relais-
anschluss 14, einem gedruckten Substrat 15, vie-
len SMT-Komponenten (Surface-Mount-Technology-
Komponenten) 16 und einer Schnittstelle 17 zusatz-
lich zu der Konfiguration des Leistungsmoduls 1 ge-
maf Ausfihrungsbeispiel 1 (Fig. 1) besteht. Diese
Steuerschaltung kann den Halbleiterchip 10 antrei-
ben.

[0031] Der Relaisanschluss 14 erstreckt sich so,
dass er sich dem Halbleiterchip 10 annahert, und er
ist mit dem Halbleiterchip 10 durch einen Steuerdraht
14a verbunden. Das gedruckte Substrat 15 ist an
dem Silikongel 12 angeordnet, und die vielen SMT-
Komponenten 16 sind so angeordnet, dass sie an ei-
ner vorderen Flache des gedruckten Substrats 15 ne-
beneinander platziert sind. Die Schnittstelle 17 hat ei-
nen Endabschnitt, der mit dem gedruckten Substrat
15 verbunden ist, und der andere Endabschnitt er-
streckt sich zu der AuRenseite des Gehauses 2. So-
mit ist das Leistungsmodul 1A gemall dem gegen-
wartigen Ausfuhrungsbeispiel ein intelligentes Leis-
tungsmodul (IPM), das die Steuerschaltung zum An-
treiben des Halbleiterchips 10 aufweist.

[0032] Das Halbleitermodul gemafl der vorliegen-
den Erfindung ist in vorteilhafter Weise insbesonde-
re auf ein Halbleitermodul anwendbar, das eine Re-
duzierung der Herstellungseffizienz unterdriickt und
ein Isoliersubstrat hinsichtlich einer Basisplatte mit ei-
nem hohen Genauigkeitsgrad positioniert.

Patentanspriiche

1. Halbleitermodul (1, 1A) mit:
einer Basisplatte (3), die eine vorderen Flache (3a)
hat, die mit einem Positionierdrahtfiigeabschnitt (20,
20a, 20b, 20c, 20d) versehen ist;
einem Isoliersubstrat (8), das mit einem Aufnahme-
abschnitt (21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 22a, 22b, 22c,
22d, 23, 23a, 23b, 23c, 23d) versehen ist, der den Po-
sitionierdrahtfigeabschnitt (20, 20a, 20b, 20c, 20d)
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an einer Seite einer hinteren Flache (8b) unterbringt,
die der Basisplatte (3) zugewandt ist, und das an
der Basisplatte (3) befestigt ist, indem es hinsicht-
lich der Basisplatte (3) durch den Aufnahmeabschnitt
(21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 23,
23a, 23b, 23c, 23d) positioniert ist, der den Positio-
nierdrahtfiigeabschnitt (20, 20a, 20b, 20c¢, 20d) un-
terbringt; und

einem Halbleiterchip (10), der an einer Seite einer
vorderen Flache (8a) des Isoliersubstrats (8), die der
hinteren Flache (8b) abgewandt ist, angeordnet ist,
wobei

der Aufnahmeabschnitt (21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22,
22a, 22b, 22c, 22d, 23, 23a, 23b, 23c, 23d) ein
Lochabschnitt (21, 21a, 21b, 21c, 21d) ist, der in ei-
ner Musterlage (9) vorgesehen ist, die an der hinte-
ren Flache (8b) des Isoliersubstrats (8) ausgebildet
ist, und

das Isoliersubstrat (8) hinsichtlich der Basisplatte
(3) durch den Positionierdrahtfligeabschnitt (20, 20a,
20b, 20c, 20d) positioniert ist, der in den Lochab-
schnitt (21, 21a, 21b, 21c, 21d) eingefugt ist.

2. Halbleitermodul (1, 1A) gemaf Anspruch 1, wo-
bei der Lochabschnitt (21, 21a, 21b, 21¢, 21d) an
einem Eckenabschnitt eines Rechtecks vorgesehen
ist, das eine AuRenumfangsform der Musterlage (9)
bildet, oder an einem Abschnitt angrenzend an einer
Seite des Rechtecks.

3. Halbleitermodul (1, 1A) mit:
einer Basisplatte (3), die eine vorderen Flache (3a)
hat, die mit einem Positionierdrahtfiigeabschnitt (20,
20a, 20b, 20c, 20d) versehen ist;
einem Isoliersubstrat (8), das mit einem Aufnahme-
abschnitt (21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 22a, 22b, 22c,
22d, 23, 23a, 23b, 23c, 23d) versehen ist, der den Po-
sitionierdrahtfligeabschnitt (20, 20a, 20b, 20c, 20d)
an einer Seite einer hinteren Flache (8b) unterbringt,
die der Basisplatte (3) zugewandt ist, und das an
der Basisplatte (3) befestigt ist, indem es hinsicht-
lich der Basisplatte (3) durch den Aufnahmeabschnitt
(21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 23,
23a, 23b, 23c, 23d) positioniert ist, der den Positio-
nierdrahtfiigeabschnitt (20, 20a, 20b, 20c¢, 20d) un-
terbringt; und
einem Halbleiterchip (10), der an einer Seite einer
vorderen Flache (8a) des Isoliersubstrats (8), die der
hinteren Flache (8b) abgewandt ist, angeordnet ist,
wobei
der Aufnahmeabschnitt (21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22,
22a, 22b, 22c, 22d, 23, 23a, 23b, 23c, 23d) ein Aus-
schnittabschnitt (22, 22a, 22b, 22c¢, 22d, 23, 23a, 23b,
23c, 23d) ist, der an einem Endabschnitt einer Mus-
terlage (9) vorgesehen ist, die an der hinteren Flache
(8b) des Isoliersubstrats (8) ausgebildet ist, und
das Isoliersubstrat (8) hinsichtlich der Basisplatte
(3) durch den Positionierdrahtfligeabschnitt (20, 20a,
20b, 20c, 20d) positioniert ist, der sich an dem Aus-
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schnittabschnitt (22, 22a, 22b, 22¢, 22d, 23, 23a, 23b,
23c, 23d) befindet.

4. Halbleitermodul (1, 1A) gemal Anspruch 3, wo-
bei der Ausschnittabschnitt (22, 22a, 22b, 22c, 22d,
23, 23a, 23b, 23c, 23d) einen Abschnitt (22a, 22d)
aufweist, der durch Ausschneiden von jeweils zwei
gegenuberliegenden Eckenabschnitten eines Recht-
ecks ausgebildet ist, das eine Auflenumfangsform
der Musterlage (9) bildet.

5. Halbleitermodul (1, 1A) gemal Anspruch 4, wo-
bei der Ausschnittabschnitt (22, 22a, 22b, 22c, 22d,
23, 23a, 23b, 23c, 23d) des Weiteren einen Abschnitt
(22c) aufweist, der durch Ausschneiden von einem
Eckenabschnitt ausgebildet ist, der sich von den bei-
den Eckenabschnitten unterscheidet.

6. Halbleitermodul (1, 1A) gemaR Anspruch 3, wo-
bei der Ausschnittabschnitt (22, 22a, 22b, 22c, 22d,
23, 23a, 23b, 23c, 23d) des Weiteren einen Abschnitt
(23, 23a, 23b, 23c, 23d) aufweist, der durch Aus-
schneiden einer Seite eines Recktecks ausgebildet
ist, das eine AuRenumfangsform der Musterlage (9)
bildet.

7. Halbleitermodul (1, 1A) gemafl einem der An-
spruiche 1 bis 6, des Weiteren mit einer Steuerschal-
tung (14, 15, 16, 17) zum Antreiben des Halbleiter-
chips (10).

8. Halbleitermodul (1, 1A), gemal einem der An-
spruiche 1 bis 7, wobei
viele der Positionierdrahtfliigeabschnitte (20, 20a,
20b, 20c, 20d) an der vorderen Flache (3a) der Ba-
sisplatte (3) vorgesehen sind, und
viele der Aufnahmeabschnitte (21, 21a, 21b, 21c,
21d, 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 23, 23a, 23b, 23c,
23d), die die vielen, jeweiligen Positionierdrahtflge-
abschnitte (20, 20a, 20b, 20c, 20d) unterbringen, an
der Seite der hinteren Flache (8b) des Isoliersubstrats
(8) vorgesehen sind.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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